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本ドキュメントは , 現在アドバンスト・マイクロ・デバイス社と富士通株式会社とが提供しているスパンショ
ンブランドのフラッシュメモリ製品の仕様を規定しています。ドキュメントには元来の仕様開発元が記載され
ていますが , これらの製品はアドバンスト・マイクロ・デバイス社と富士通株式会社双方のお客様に提供され
ます。

仕様の継続 
スパンションブランドとなった後も , データシートの内容において変更はございません。今後とも定期的な更
新作業が適宜行われます。

型格番号の継続
AMD社と富士通株式会社は引き続き "Am"並びに "MBM"で始まる既存の型格のサポートを行います。これら
の製品をご注文の際は , 掲載されております型格番号のみを指定していただきますようお願い申し上げます。

お問い合わせ
スパンションフラッシュメモリ製品に関しての詳細は , お近くの AMDならびに富士通のセールスオフィスま
でお問い合わせください。

スパンションフラッシュメモリ 
データシート



DS05–20882–5富士通半導体デバイス
DATA SHEET

フラッシュメモリ
CMOS

64M (4M × 16) ビットビットビットビット
MBM29LV650UE90

MBM29LV651UE90

■ 概 要
MBM29LV650UE/651UEは， 67,108,864 bitの容量で， + 3V単一電源によるチップ一括消去およびセクタ単位での消去と
ワード書込みが可能なフラッシュメモリです。
メモリセルは， 従来の EPROMと同様のスタックゲートトランジスタを使用しています。
周辺回路は CMOSにすることで， 高速動作でありながら，動作時とスタンバイ時における消費電力の大幅な低減を図っ
ています。

MBM29LV650UE/651UEは， 4Mワード (32K × 128セクタ）× 16bit 構成で， 32Kワード毎に 128セクタを消去できます。
パッケージは， 48ピン TSOP（1）（シンスモールアウトラインパッケージ）です。
自動アルゴリズムを採用していますので， いったん消去（イレーズ)あるいは書込み（プログラム）コマンドシーケンスを
実行すると， あとはデバイス内部で自動的にイレーズパルスやプログラムを発生し，検証（ベリファイ）を行います。 1セク
タの書込み時間はおよそ 0.5秒で， 1セクタの消去時間は通常 1.0秒以内で完了します。

MBM29LV650UE/651UEは， 命令のライトによる電気的なデータの消去と書込みが可能ですので， システム内でのデー
タの書換えができます。 また， コマンドサイクル中のアドレスの指定が不要なため， ソフトウェアの自由度が増し， カー
ドアプリケーションなどのファイルストレージデバイスとして最適です。

■ 品 種 構 成

品   種   構   成 MBM29LV650UE90/651UE90

動作温度 -40℃～＋ 85℃

アクセスタイム（最大） 90 ns

電源電圧 3.3 V± 0.3 V

消費電力（最大）

動作時 ＠ 5 MHz 58 mW

消去／書込み時 126 mW

CMOSスタンバイ時 0.018 mW
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■ 特 長
・0.23 µmプロセステクノロジ
・4Mワード（32K × 128セクタ）× 16 bit構成
・＋ 3 V単一電源による書込み／消去／読出し
・自動アルゴリズム (Embedded Algorithm TM)*

・消去一時停止／消去再開機能の搭載
・データ・ポーリング， トグル・ビットによる書込み／消去の完了検出
・RESET端子によるハードウェア・リセットとスタンバイ機能
・JEDEC標準型コマンドと互換
・書込み／消去回数（最小）100,000回
・セクタごとの消去も可能（セクタ組合せ自由）
・セクタグループ保護機能
・一時的セクタグループ保護解除機能
・Hi-ROM領域の搭載
・WP端子によるハードウェアライトプロテクト機能

MBM29LV650UE（SA127をプロテクト）
MBM29LV651UE（SA0をプロテクト）

・ACC端子による高速書込み機能
・連続書込み機能
・拡張セクタグループ保護機能
・コモン・フラッシュメモリ・インタフェース（CFI)準拠
・標準型 48ピン・TSOP（1）

＊ : Embedded Algorithm TM は Advanced Micro Devices 社の商標です。

■ パッケージパッケージパッケージパッケージ 

(FPT-48P-M20)(FPT-48P-M19)

Marking Side

Marking Side

48-pin plastic TSOP (1)

（逆ベンド）（正ベンド）

(注意事項 )表面実装形のプラスチックパッケージについては， 一部実装条件に制約が有りますので，
ご確認ください。
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■ 端子配列図
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■ 端子機能

■ ブロックダイヤグラム

端子記号 端子名称

A21～ A0 アドレス入力

DQ15～ DQ0 データ入 /出力

CE チップイネーブル

OE 出力イネーブル

WE ライトイネーブル

WP ハードウェア ライトプロテクト

RESET ハードウェアリセット

ACC アクセラレーション

VCCq 出力用電源

VSS グランド

VCC 電源

VSS

VCC 

WE

CE

A21 to A0

OE

Erase Voltage
Generator

DQ15 to DQ0

State 
Control

Command
Register

Program Voltage
Generator

Address
Latch

X-Decoder
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Cell Matrix

Y-Gating

Chip Enable
Output Enable

Logic

Data Latch

Input/Output
Buffers

STB

STB

Timer for
Program/Erase

RESET

WP

ACC
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■ 端子接続と機能

1.オペレーション一覧

L：VIL， H：VIH， X：“H”または“L”， ：パルス入力
＊ 1：マニュファクチャコードとデバイスコードはコマンドよってもアクセスできます。
＊ 2：OE＝ VIL のときWE＝ VIL にできます。 ただし， OEが VIHになるとライト状態になります。
＊ 3：「■機能説明 １． 各モードについて（7）セクタグループ保護」を参照してください。
＊ 4：VCC＝＋ 3.3V± 10％
＊ 5：拡張保護セクタでも使用します。
＊ 6 : ブートブロックセクタ両端の 2つを保護します。

オペレーション CE OE WE A0 A1 A6 A9 DQ15 to DQ0 RESET WP

マニュファクチャコード * 1 L L H L L L V ID Code H X

デバイスコード * 1 L L H H L L V ID Code H X

リード * 3 L L H A 0 A1 A6 A9 DOUT H X

スタンバイ H X X X X X X High-Z H X

出力ディセーブル L H H X X X X High-Z H X

ライト (プログラム /イレーズ ) L H L A 0 A1 A6 A9 DIN H X

イネーブルセクタグループ保護 * 2， * 4 L VID L H L V ID X H X

ベリファイセクタグループ保護 * 2， * 4 L L H L H L V ID Code H X

一時的なセクタグループ保護解除 *5 X X X X X X X X V ID X

リセット (ハードウェア )/スタンバイ X X X X X X X High-Z L X

ブートブロックセクタライト保護 * 6 X X X X X X X X X L
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2.コマンド表

RA ：読出しアドレス
IA ：エレクトロニックシグネチャ読出しアドレス A19, A18, A17, A16, A15でバンクを指定するバンクアドレスと A6, A1, 

A0, (A-1) を設定
ID ：IA で指定されたアドレスに対応するマニュファクチャーコードまたはデバイスコード
PA ：書込みアドレス
SA ：消去アドレス。 A21， A20， A19， A18， A17， A16， A15の組合わせで個々のセクタを選択可能
RD ：読出しデータ
PD ：書込みデータ
SPA：保護するセクタグループアドレス。 A21～ A17からなるセクタアドレス (SA)と (A6， A1， A0)＝ (0， 1， 0)を設定
SD ：SPAで指定されたアドレスから読出されたセクタ保護検証データ

＊ 1：二種類のリセットコマンドは， どちらも同じ働きをします。
＊ 2：連続モード中のみ有効です。
＊ 3：RESET＝ VID印加中のみ有効です。
＊ 4：アドレスは A6～ A0のみ有効です。
＊ 5：Hi-ROMモード中のみ有効です。
＊ 6：データ ”00” でも可。
＊ 7：4thバスサイクルはリードサイクルになります。
（注意事項）・アドレス＝X＝“H”または“L” ：書込みアドレス(PA)とセクタアドレス(SA)を除くすべてのアドレスコマンド

・バス機能は「1． オペレーション一覧」に示します。
・コマンド表に記載されていないアドレスデータの組合せはイリーガルです。

コマンド
シーケンス

バス
ライト
サイクル

1st バス
ライトサイクル

2nd バス
ライトサイクル

3rdバス
ライトサイクル

4th バス
リード /ライトサ

イクル

5th バス
ライトサイクル

6th バス
ライトサイクル

アドレス データ アドレス データ アドレス データ アドレス データ アドレス データ アドレス データ

リード /リセット * 1 1 XXXh F0h — — — — — — — — — —

リード /リセット * 1 3 XXXh AAh XXXh 55h XXXh F0h RA＊ 7 RD＊ 7 — — — —

エレクトロニック
シグネチャ 3 XXXh AAh XXXh 55h XXXh 90h IA ＊ 7 ID ＊ 7 — — — —

プログラム 4 XXXh AAh XXXh 55h XXXh A0h PA PD — — — —

チップイレーズ 6 XXXh AAh XXXh 55h XXXh 80h XXXh AAh XXXh 55h XXXh 10h

セクタイレーズ 6 XXXh AAh XXXh 55h XXXh 80h XXXh AAh XXXh 55h SA 30h

イレーズ
サスペンド 1 XXXh B0h — — — — — — — — — —

イレーズ
レジューム 1 XXXh 30h — — — — — — — — — —

連続
モード・セット 3 XXXh AAh XXXh 55h XXXh 20h — — — — — —

連続
プログラム * 2 2 XXXh A0h PA PD — — — — — — — —

連続モード ・
リセット * 2 2 XXXh 90h XXXh F0h*6 — — — — — — — —

拡張セクタ
グループ保護  *3 4 XXXh 60h SPA 60h SPA 40h SPA＊ 7 SD＊ 7 — — — —

Query * 4 1 XXh 98h — — — — — — — — — —

Hi-ROM
エントリー 3 XXXh AAh XXXh 55h XXXh 88h — — — — — —

Hi-ROM
プログラム *5 4 XXXh AAh XXXh 55h XXXh A0h PA PD — — — —

Hi-ROM
リセット * 5 4 XXXh AAh XXXh 55h XXXh 90h XXXh 00h — — — —
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3.エレクトロニック・シグネチャ一覧

＊：保護されているセクタアドレスグループでの出力は 01h， 保護されていないセクタアドレスグループでの出力は 00h

です。

タイプ A21 ～ A17 A6 A1 A0 Code (HEX)

マニュファクチャコード X VIL VIL VIL 04h

デバイスコード MBM29LV650UE/651UE X VIL VIL VIH 22D7h

セクタグループ保護
セクタグループ
アドレス

VIL VIH VIL 01h*

拡張コード
MBM29LV650UE

X VIL VIH VIH
0010h

MBM29LV651UE 0000h

タイプ Code DQ15 DQ14 DQ13 DQ12 DQ11 DQ10 DQ9 DQ8 DQ7 DQ6 DQ5 DQ4 DQ3 DQ2 DQ1 DQ0

マニュファクチャコード 04h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

デバイス
コード

MBM29LV650UE
MBM29LV651UE

22D7h 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1

セクタグループ保護 01h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

拡張
コード

MBM29LV650UE 0010h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

MBM29LV651UE 0000h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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4.セクタアドレス表

（続く）

セクタ A21 A20 A19 A18 A17 A16 A15 セクタサイズ アドレス範囲

SA0 0 0 0 0 0 0 0 32K words 000000h～ 007FFFh

SA1 0 0 0 0 0 0 1 32K words 008000h～ 00FFFFh

SA2 0 0 0 0 0 1 0 32K words 010000h～ 017FFFh

SA3 0 0 0 0 0 1 1 32K words 018000h～ 01FFFFh

SA4 0 0 0 0 1 0 0 32K words 020000h～ 027FFFh

SA5 0 0 0 0 1 0 1 32K words 028000h～ 02FFFFh

SA6 0 0 0 0 1 1 0 32K words 030000h～ 037FFFh

SA7 0 0 0 0 1 1 1 32K words 038000h～ 03FFFFh

SA8 0 0 0 1 0 0 0 32K words 040000h～ 047FFFh

SA9 0 0 0 1 0 0 1 32K words 048000h～ 04FFFFh

SA10 0 0 0 1 0 1 0 32K words 050000h～ 057FFFh

SA11 0 0 0 1 0 1 1 32K words 058000h～ 05FFFFh

SA12 0 0 0 1 1 0 0 32K words 060000h～ 067FFFh

SA13 0 0 0 1 1 0 1 32K words 068000h～ 06FFFFh

SA14 0 0 0 1 1 1 0 32K words 070000h～ 077FFFh

SA15 0 0 0 1 1 1 1 32K words 078000h～ 07FFFFh

SA16 0 0 1 0 0 0 0 32K words 080000h～ 087FFFh

SA17 0 0 1 0 0 0 1 32K words 088000h～ 08FFFFh

SA18 0 0 1 0 0 1 0 32K words 090000h～ 097FFFh

SA19 0 0 1 0 0 1 1 32K words 098000h～ 09FFFFh

SA20 0 0 1 0 1 0 0 32K words 0A0000h～ 0A7FFFh

SA21 0 0 1 0 1 0 1 32K words 0A8000h～ 0AFFFFh

SA22 0 0 1 0 1 1 0 32K words 0B0000h～ 0B7FFFh

SA23 0 0 1 0 1 1 1 32K words 0B8000h～ 0BFFFFh

SA24 0 0 1 1 0 0 0 32K words 0C0000h～ 0C7FFFh

SA25 0 0 1 1 0 0 1 32K words 0C8000h～ 0CFFFFh

SA26 0 0 1 1 0 1 0 32K words 0D0000h～ 0D7FFFh

SA27 0 0 1 1 0 1 1 32K words 0D8000h～ 0DFFFFh

SA28 0 0 1 1 1 0 0 32K words 0E0000h～ 0E7FFFh

SA29 0 0 1 1 1 0 1 32K words 0E8000h～ 0EFFFFh

SA30 0 0 1 1 1 1 0 32K words 0F0000h～ 0F7FFFh

SA31 0 0 1 1 1 1 1 32K words 0F8000h～ 0FFFFFh
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（続く）

セクタ A21 A20 A19 A18 A17 A16 A15 セクタサイズ アドレス範囲

SA32 0 1 0 0 0 0 0 32K words 100000h～ 107FFFh

SA33 0 1 0 0 0 0 1 32K words 108000h～ 10FFFFh

SA34 0 1 0 0 0 1 0 32K words 110000h～ 117FFFh

SA35 0 1 0 0 0 1 1 32K words 118000h～ 11FFFFh

SA36 0 1 0 0 1 0 0 32K words 120000h～ 127FFFh

SA37 0 1 0 0 1 0 1 32K words 128000h～ 12FFFFh

SA38 0 1 0 0 1 1 0 32K words 130000h～ 137FFFh

SA39 0 1 0 0 1 1 1 32K words 138000h～ 13FFFFh

SA40 0 1 0 1 0 0 0 32K words 140000h～ 147FFFh

SA41 0 1 0 1 0 0 1 32K words 148000h～ 14FFFFh

SA42 0 1 0 1 0 1 0 32K words 150000h～ 157FFFh

SA43 0 1 0 1 0 1 1 32K words 158000h～ 15FFFFh

SA44 0 1 0 1 1 0 0 32K words 160000h～ 167FFFh

SA45 0 1 0 1 1 0 1 32K words 168000h～ 16FFFFh

SA46 0 1 0 1 1 1 0 32K words 170000h～ 177FFFh

SA47 0 1 0 1 1 1 1 32K words 178000h～ 17FFFFh

SA48 0 1 1 0 0 0 0 32K words 180000h～ 187FFFh

SA49 0 1 1 0 0 0 1 32K words 188000h～ 18FFFFh

SA50 0 1 1 0 0 1 0 32K words 190000h～ 197FFFh

SA51 0 1 1 0 0 1 1 32K words 198000h～ 19FFFFh

SA52 0 1 1 0 1 0 0 32K words 1A0000h～ 1A7FFFh

SA53 0 1 1 0 1 0 1 32K words 1A8000h～ 1AFFFFh

SA54 0 1 1 0 1 1 0 32K words 1B0000h～ 1B7FFFh

SA55 0 1 1 0 1 1 1 32K words 1B8000h～ 1BFFFFh

SA56 0 1 1 1 0 0 0 32K words 1C0000h～ 1C7FFFh

SA57 0 1 1 1 0 0 1 32K words 1C8000h～ 1CFFFFh

SA58 0 1 1 1 0 1 0 32K words 1D0000h～ 1D7FFFh

SA59 0 1 1 1 0 1 1 32K words 1D8000h～ 1DFFFFh

SA60 0 1 1 1 1 0 0 32K words 1E0000h～ 1E7FFFh

SA61 0 1 1 1 1 0 1 32K words 1E8000h～ 1EFFFFh

SA62 0 1 1 1 1 1 0 32K words 1F0000h～ 1F7FFFh

SA63 0 1 1 1 1 1 1 32K words 1F8000h～ 1FFFFFh
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（続く）

セクタ A21 A20 A19 A18 A17 A16 A15 セクタサイズ アドレス範囲

SA64 1 0 0 0 0 0 0 32K words 200000h～ 207FFFh

SA65 1 0 0 0 0 0 1 32K words 208000h～ 20FFFFh

SA66 1 0 0 0 0 1 0 32K words 210000h～ 217FFFh

SA67 1 0 0 0 0 1 1 32K words 218000h～ 21FFFFh

SA68 1 0 0 0 1 0 0 32K words 220000h～ 227FFFh

SA69 1 0 0 0 1 0 1 32K words 228000h～ 22FFFFh

SA70 1 0 0 0 1 1 0 32K words 230000h～ 237FFFh

SA71 1 0 0 0 1 1 1 32K words 238000h～ 23FFFFh

SA72 1 0 0 1 0 0 0 32K words 240000h～ 247FFFh

SA73 1 0 0 1 0 0 1 32K words 248000h～ 24FFFFh

SA74 1 0 0 1 0 1 0 32K words 250000h～ 257FFFh

SA75 1 0 0 1 0 1 1 32K words 258000h～ 25FFFFh

SA76 1 0 0 1 1 0 0 32K words 260000h～ 267FFFh

SA77 1 0 0 1 1 0 1 32K words 268000h～ 26FFFFh

SA78 1 0 0 1 1 1 0 32K words 270000h～ 277FFFh

SA79 1 0 0 1 1 1 1 32K words 278000h～ 27FFFFh

SA80 1 0 1 0 0 0 0 32K words 280000h～ 287FFFh

SA81 1 0 1 0 0 0 1 32K words 288000h～ 28FFFFh

SA82 1 0 1 0 0 1 0 32K words 290000h～ 297FFFh

SA83 1 0 1 0 0 1 1 32K words 298000h～ 29FFFFh

SA84 1 0 1 0 1 0 0 32K words 2A0000h～ 2A7FFFh

SA85 1 0 1 0 1 0 1 32K words 2A8000h～ 2AFFFFh

SA86 1 0 1 0 1 1 0 32K words 2B0000h～ 2B7FFFh

SA87 1 0 1 0 1 1 1 32K words 2B8000h～ 2BFFFFh

SA88 1 0 1 1 0 0 0 32K words 2C0000h～ 2C7FFFh

SA89 1 0 1 1 0 0 1 32K words 2C8000h～ 2CFFFFh

SA90 1 0 1 1 0 1 0 32K words 2D0000h～ 2D7FFFh

SA91 1 0 1 1 0 1 1 32K words 2D8000h～ 2DFFFFh

SA92 1 0 1 1 1 0 0 32K words 2E0000h～ 2E7FFFh

SA93 1 0 1 1 1 0 1 32K words 2E8000h～ 2EFFFFh

SA94 1 0 1 1 1 1 0 32K words 2F0000h～ 2F7FFFh

SA95 1 0 1 1 1 1 1 32K words 2F8000h～ 2FFFFFh
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（続き）

セクタ A21 A20 A19 A18 A17 A16 A15 セクタサイズ アドレス範囲

SA96 1 1 0 0 0 0 0 32K words 300000h～ 307FFFh

SA97 1 1 0 0 0 0 1 32K words 308000h～ 30FFFFh

SA98 1 1 0 0 0 1 0 32K words 310000h～ 317FFFh

SA99 1 1 0 0 0 1 1 32K words 318000h～ 31FFFFh

SA100 1 1 0 0 1 0 0 32K words 320000h～ 327FFFh

SA101 1 1 0 0 1 0 1 32K words 328000h～ 32FFFFh

SA102 1 1 0 0 1 1 0 32K words 330000h～ 337FFFh

SA103 1 1 0 0 1 1 1 32K words 338000h～ 33FFFFh

SA104 1 1 0 1 0 0 0 32K words 340000h～ 347FFFh

SA105 1 1 0 1 0 0 1 32K words 348000h～ 34FFFFh

SA106 1 1 0 1 0 1 0 32K words 350000h～ 357FFFh

SA107 1 1 0 1 0 1 1 32K words 358000h～ 35FFFFh

SA108 1 1 0 1 1 0 0 32K words 360000h～ 367FFFh

SA109 1 1 0 1 1 0 1 32K words 368000h～ 36FFFFh

SA110 1 1 0 1 1 1 0 32K words 370000h～ 377FFFh

SA111 1 1 0 1 1 1 1 32K words 378000h～ 37FFFFh

SA112 1 1 1 0 0 0 0 32K words 380000h～ 387FFFh

SA113 1 1 1 0 0 0 1 32K words 388000h～ 38FFFFh

SA114 1 1 1 0 0 1 0 32K words 390000h～ 397FFFh

SA115 1 1 1 0 0 1 1 32K words 398000h～ 39FFFFh

SA116 1 1 1 0 1 0 0 32K words 3A0000h～ 3A7FFFh

SA117 1 1 1 0 1 0 1 32K words 3A8000h～ 3AFFFFh

SA118 1 1 1 0 1 1 0 32K words 3B0000h～ 3B7FFFh

SA119 1 1 1 0 1 1 1 32K words 3B8000h～ 3BFFFFh

SA120 1 1 1 1 0 0 0 32K words 3C0000h～ 3C7FFFh

SA121 1 1 1 1 0 0 1 32K words 3C8000h～ 3CFFFFh

SA122 1 1 1 1 0 1 0 32K words 3D0000h～ 3D7FFFh

SA123 1 1 1 1 0 1 1 32K words 3D8000h～ 3DFFFFh

SA124 1 1 1 1 1 0 0 32K words 3E0000h～ 3E7FFFh

SA125 1 1 1 1 1 0 1 32K words 3E8000h～ 3EFFFFh

SA126 1 1 1 1 1 1 0 32K words 3F0000h～ 3F7FFFh

SA127 1 1 1 1 1 1 1 32K words 3F8000h～ 3FFFFFh
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5.セクタグループアドレス表

セクタグループ A21 A20 A19 A18 A17 セクタグループサイズ セクタ

SGA0 0 0 0 0 0 128K words SA0～ SA3

SGA1 0 0 0 0 1 128K words SA4～ SA7

SGA2 0 0 0 1 0 128K words SA8～ SA11

SGA3 0 0 0 1 1 128K words SA12～ SA15

SGA4 0 0 1 0 0 128K words SA16～ SA19

SGA5 0 0 1 0 1 128K words SA20～ SA23

SGA6 0 0 1 1 0 128K words SA24～ SA27

SGA7 0 0 1 1 1 128K words SA28～ SA31

SGA8 0 1 0 0 0 128K words SA32～ SA35

SGA9 0 1 0 0 1 128K words SA36～ SA39

SGA10 0 1 0 1 0 128K words SA40～ SA43

SGA11 0 1 0 1 1 128K words SA44～ SA47

SGA12 0 1 1 0 0 128K words SA48～ SA51

SGA13 0 1 1 0 1 128K words SA52～ SA55

SGA14 0 1 1 1 0 128K words SA56～ SA59

SGA15 0 1 1 1 1 128K words SA60～ SA63

SGA16 1 0 0 0 0 128K words SA64～ SA67

SGA17 1 0 0 0 1 128K words SA68～ SA71

SGA18 1 0 0 1 0 128K words SA72～ SA75

SGA19 1 0 0 1 1 128K words SA76～ SA79

SGA20 1 0 1 0 0 128K words SA80～ SA83

SGA21 1 0 1 0 1 128K words SA84～ SA87

SGA22 1 0 1 1 0 128K words SA88～ SA91

SGA23 1 0 1 1 1 128K words SA92～ SA95

SGA24 1 1 0 0 0 128K words SA96～ SA99

SGA25 1 1 0 0 1 128K words SA100～ SA103

SGA26 1 1 0 1 0 128K words SA104～ SA107

SGA27 1 1 0 1 1 128K words SA108～ SA111

SGA28 1 1 1 0 0 128K words SA112～ SA115

SGA29 1 1 1 0 1 128K words SA116～ SA119

SGA30 1 1 1 1 0 128K words SA120～ SA123

SGA31 1 1 1 1 1 128K words SA124～ SA127
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6. CFIコード一覧表

A6 ～～～～ A0
DQ15～～～～

DQ0
内    容

10h

11h

12h

0051h

0052h

0059h

“QRY”
(ASCIIコード）

13h

14h

0002h

0000h
主要コマンド・セット
02h: AMD/FJ 標準型

15h

16h

0040h

0000h
PRIMARYテーブルの開始アド
レス 

17h

18h

0000h

0000h
副コマンド・セット
(00h:未対応 )

19h

1Ah

0000h

0000h
副アルゴリズム・テーブルの開
始アドレス

1Bh 0027h
VCC 最小電圧 (書込み /消去 )
DQ7～ DQ4 : 1V
DQ3～ DQ0 : 100 mV

1Ch 0036h
VCC 最大電圧 (書込み /消去 )
DQ7～ DQ4 : 1V
DQ3～ DQ0 : 100 mV

1Dh 0000h VPP 最小電圧
1Eh 0000h VPP 最大電圧
1Fh 0004h ワード書込み標準時間 (2N µs)

20h 0000h
バッファ書込み標準時間
(2N µs)

21h 000Ah セクタ消去標準時間 (2N ms)

22h 0000h チップ消去標準時間 (2N ms)

23h 0005h
ワード書込み最大時間
(標準時間 (µs)× 2N )

24h 0000h
バッファ書込み最大時間 
(標準時間 (µs)× 2N )

25h 0004h
セクタ消去最大時間 
(標準時間 (ms)× 2N )

26h 0000h
チップ消去最大時間
(標準時間 (ms)× 2N )

27h 0017h 容量 (2N Byte)

28h

29h

0001h

0000h
I/O情報 
1h: x16構成

2Ah

2Bh

0000h

0000h
複数書込み時の最大バイト数 
(2N)

2Ch 0001h 消去ブロックの種類
2Dh

2Eh

2Fh

30h

007Fh

0000h

0000h

0001h

消去ブロック 1の情報
bit 15～ bit 0 ：ｙ＝セクタ数
bit 31～ bit 16：ｚ＝サイズ
（z x 256Byte)

31h

32h

33h

34h

0000h

0000h

0000h

0000h

消去ブロック 2の情報
bit 15～ bit 0 ：ｙ＝セクタ数
bit 31～ bit 16：ｚ＝サイズ
（z x 256Byte)

A6 ～～～～ A0
DQ15～～～～

DQ0
内    容

40h

41h

42h

0050h

0052h

0049h

“PRI”
( ASCII コード）

43h 0031h
メイン・バージョン
(ASCIIコード )

44h 0031h
マイナー・バージョン
(ASCIIコード )

45h 0001h
コマンド入力時のアドレス
00h :必要

46h 0002h

消去一時停止機能
00h :未対応
01h :読出しのみ
02h :読出し，書込み

47h 0004h
セクタ保護
00h :未対応

48h 0001h
一時的セクタ保護解除
00h :未対応
01h :対応

49h 0004h セクタ保護アルゴリズム

4Ah 0000h
バンク 2のセクタ数
00h :未対応

4Bh 0000h
バーストモード
00h :未対応

4Ch 0000h
ページモード
00h :未対応

4Dh 00B5h

VACC最小電圧
(アクセラレーション )

00h :未対応
DQ7～ DQ4 : 1V
DQ3～ DQ0 : 100 mV

4Eh 00C5h

VACC最大電圧
00h :未対応
DQ7～ DQ4 : 1V
DQ3～ DQ0 : 100 mV

4Fh 00XXh
ブート構成
04h = MBM29LV651UE
05h = MBM29LV650UE
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■ 機能説明

1.各モードについて

(1) 読出し
 MBM29LV650UE/651UEは， データ出力時に要求される二つの機能を持っています。 CE端子は電源の制御で， 素子の選
択に用います。 OE端子は出力端子の制御で， 素子選択時の出力端子へのデータのゲートとして使われます。
アドレスアクセスタイム（tACC）は， アドレスが確定してから有効なデータが出力されるまでの時間です。 チップイネー
ブルアクセスタイム（tCE)は， アドレスと CEが確定してから有効なデータが出力されるまでの時間です。 アウトプットイ
ネーブルアクセスタイム (tOE)は， アドレスとOEが確定してから有効なデータが出力されるまでの時間です (アドレスは
少なくとも tACC-tOE の時間より前に確定していることが必要です）。 電源投入直後にアドレスを変化させずに読出す場合
は， ハードウェアリセットを入力するか， CEを“H”から“L”へ変化させてから行って下さい。

(2) スタンバイモード
MBM29LV650UE/651UEをスタンバイモードにするには， 二つの方法があります。 一つは， CEと RESETピンを使った
モードで， もう一つは，RESETピンのみ使ったモードです。 CEとRESETピンの両方を使ったCMOSスタンバイモードは，
CEとRESETピンにVCC±0.3Vを入力します。 このとき消費電流は最大5μA以下になります。 もし、自動アルゴリズムが動
作している場合は， CE＝“H”でも動作電流（ICC2)が必要となります。 このスタンバイモードからアクティブモードになる
場合， 素子は， 標準的なアクセス時間（tCE)で読出し可能です。

RESETピンのみを使い， CMOSスタンバイモードにするにはRESETピンにVSS±0.3V（CE＝“H”または“L”）を入力しま
す。 このとき消費電流は，最大 5μA 以下になります。 RESETピンを使用したときのスタンバイモードからの読出しは tRH

の時間が必要です。
スタンバイモード期間中は， すべての出力ピンはハイインピーダンス状態になります。

(3) オートマチック・スリープモード
リード動作中のMBM29LV650UE/651UEの消費電力を抑える機能としてオートマチック・スリープモードがあります。本
モードは， 携帯機器などの低消費電力を要求される用途で有効に使用していただくことが可能です。

MBM29LV650UE/651UEは， アドレスが， 150 nsの間， 固定しているとき， 自動的にローパワーになり， スリープモード
となります。 オートマチック・スリープモードは， CE， WE， OEのコントロールの必要はありません。 スリープモード時の
消費電流は， 標準 1 µA（CMOS）程度になります。
スリープモードの間， データはラッチされていますので， データは出力され続けます。アドレスが変化すると， スリープ
モードは自動的に解除され， 変化したアドレスのデータが出力されます。

(4) 出力ディセーブル
OE 端子を論理ハイレベル（VIH）にすることで， 素子からの出力はディセーブルになります。 これによって， 出力端子は
ハイインピーダンスになります。

(5) エレクトロニック・シグネチャ
エレクトロニック・シグネチャモードは， バイナリーコードでその素子のマニュファクチャコードとデバイスコードを
読み出すものです。 このモードは， プログラミング装置を使う場合に自動的にその素子に対応した書換えアルゴリズムに
設定するために使用できます。
このモードに入るには， プログラミング装置からアドレスピンA9にVIDを印加する必要があります。 アドレスA0をVIL

および VIHにすることで， 二つの確認ワードが順番に出力されます。 A0， A1， A6以外のアドレス入力は， 必要ありません
(ほかのアドレスピンは VIL を推奨）。
マニュファクチャコードとデバイスコードはまた， コマンドの入力によっても読み出せます。 例えば， システム上で A9

ピンに高電圧を印加しないで消去や書込みを行うときに使います。 コマンドシーケンスを「■端子接続と機能 2．コマンド
表」に示します（「2．コマンドについて (2)エレクトロニック・シグネチャコマンド」を参照）。
ワード 0（A0＝ VIL）はマニュファクチャコード（04h）を， ワード 1（A0＝ VIH）はデバイスコード (22D7h）を表します。 こ
れらの 2ワードは「■端子接続と機能 3．エレクトロニック・シグネチャ一覧」に示されています。 マニュファクチャおよび
デバイスの両コードとも MBS（DQ7）を奇パリティとするパリティビットが付加されています。 正しいコードを読み出す
ためにエレクトロニック・シグネチャモードでは， A1を VIL にしておかなければなりません。

(6) ライト
素子の消去と書込みはコマンドレジスタを通じて行われます。 レジスタの内容はインターナルステートマシンの入力
として機能します。 インターナルステートマシンの出力は， 素子の動作機能の命令を行います。
コマンドレジスタ自身は， データメモリ空間を占有していません。 レジスタは， 命令を実行するために必要なアドレス
とデータの情報を貯蔵するためのラッチ機能です。 コマンドレジスタへのライトは CEが VIL， OEが VIH であるときに，
WEをVILに下げることによって行われます。 WEパルスあるいはCEパルスの遅い方の立下がりでアドレスを， WEパルス



15

MBM29LV650UE90/MBM29LV651UE90

あるいは CEパルスの早い方の立ち上がりでデータをラッチします。 標準マイクロプロセッサのライトタイミングが使え
ます。 「■電気的特性 2．交流特性」と「■タイミンングダイヤグラム」を参照して下さい。

(7) セクタグループ保護
MBM29LV650UE/651UEは， ハードウェア・セクタグループ保護機能を持っています。 この特長は， 32個のセクタグルー
プのどのセクタグループの組み合わせでも書込みも消去も無効にすることができることです。 各セクタグループは連続
した 4個のセクタで構成されています。 「■端子接続と機能 5． セクタグループアドレス表」を参照してください。 セクタ
グループ保護機能は， プログラム装置を使ってユーザ側で利用できます。 製品はすべてのセクタが保護解除された状態で
出荷されます。
このモードにするには， プログラム装置で A9と OEに VIDを印加し CE＝ VIL， A0＝ A6＝ VIL， A1＝ VIHにしなければ
なりません。 また， 保護するセクタグループのアドレス（A21， A20， A19， A18と A17）をセットしておく必要があります。 「■
端子接続と機能 5．セクタグループアドレス表」に 32個のそれぞれのセクタグループアドレスを定義します。 保護回路の
書込みは， WEパルスの立下りで開始され立上りで終了します。 セクタグループアドレスはWEパルスの間中一定に保た
なければなりません。
「■フローチャート 2．セクタグループ保護／保護解除アルゴリズム」，「■タイミングダイヤグラム 5．セクタグループ保
護」を参照して下さい。
保護回路の書込みの検証（ベリファイ）を行うには，CEと OEを VIL にしWEを VIHにしたまま A9に VIDを印加（マージ
ンモード）しなければなりません。 (A6， A1， A0) ＝ (0, 1, 0)の条件で， あるセクタグループアドレス（A21， A20， A19， A18と
A17）にして読み出すと保護されたセクタでは出力 DQ0に“1”が出力されます。 保護されていないセクタでは 00hが読み出
されます。 このモードでは、A0 と A1， A6 を除くほかのアドレスを規定する必要がありません（ほかのアドレスピンは VIL

を推奨）。 （「■端子接続と機能　1．オペレーション一覧 3．エレクトロニック・シグネチャ一覧」を参照）。
CEやWEを制御せずに， 標準のライトタイミングでセクタ保護をすることもできます。 「■機能説明  2． コマンドについ
て (9)拡張セクタグループ保護コマンド」 を参照してください。

(8) 一時的なセクタグループ保護解除
MBM29LV650UE/651UEは， 前に保護されたセクタグループ保護を， 一時的に解除できます。 このモードは RESETピン
に高電圧（VID）を印加することで動作します。このモードの間中，前に保護されたセクタを選択することによって、そのセ
クタグループに書込みや消去ができます。 このモードを解除すると前に保護されたすべてのセクタが再び保護されます。
（「■タイミングダイヤグラム 5． セクタグループ保護」を参照）。 また， このモードから拡張セクタグループ保護を行うこ
とができます（「■機能説明 2． コマンドについて」を参照）。

(9) ハードウェアリセット
MBM29LV650UE/651UEは， RESETピンに VIL を入力することでリセットできます。 RESETピンには少なくても tRPの
間ローレベル（VIL）を入力する必要があります。 RESETピンに VIL を入力すると実行中の動作が終了し， インターナルス
テートマシンは tREADYで読出しモードにリセットされます。
書込み動作中にハードウェアリセットが起動されると， そのアドレスのデータは不確定です。 RESETピンに VIL が入力
され， 内部リセットが完了するとき， 素子は， スタンバイモードとなり， アクセスはできません。

RESETがVILの期間中は， すべてのデータ出力ピンは， ハイインピーダンス状態になります。 そして， RESETピンにはハ
イレベルが入力されると， 読出しのために tRHの時間が必要です。

(10) WP端子によるハードウェアプロテクト
MBM29LV650UE/651UEには， セクタグループ保護機能とは別に， 最外部セクタに書込みや消去動作から保護する機能
があります。

WPがVILのときは最外部セクタが保護されます。 WPがVIHのときはセクタグループ保護の状態によります。 最外部セク
タは， MBM29LV650UEでは SA127， MBM29LV651UEでは SA0になります。
一時的セクタグループ保護解除においても， WPがVILのときは最外部セクタは保護状態となり， 他のセクタは一時的セ
クタグループ保護解除状態となります。

(11)アクセラレーションモード
MBM29LV650UE/651UEには， 高速に書込みが行えるアクセラレーション機能があります。 ACCにVACCを印加すると自
動的にアクセラレーションモードになり， 書込み時間を約 60％に短縮できます。 このモードは， プログラマでの高速書込
みを目的としているため， 一時的セクタグループ保護解除状態になりますので注意が必要です。
また， アクセラレーションモード中の書込みは， 連続プログラムコマンドを使用します。 連続モードセットコマンドお
よび連続モードリセットコマンドは必要ありません。 アクセラレーションモードになった時点で， 自動的に連続モードに
セットされます。 したがって， アクセラレーションモード中の書込みおよび終了検出においても， 従来のコマンドおよび
シーケンスを使えます。
アクセラレーションモードは， ACCに印加されているVACCを解くことで自動解除されます。 したがって， 書込みをして
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いる最中には ACCに印加されている VACCを解かないでください。アクセラレーションモード中には , 消去動作は絶対に
行わないでください。

2.コマンドについて
素子動作は， コマンド・レジスタに指定されたデータをライトすることで選択できます。
不正なデータをライトしたり， 誤った順番でデータをライトすると素子は， リードモードにリセットされます。 「■端子
接続と機能 2． コマンド表」にこれらのレジスタ・コマンドシーケンスを示します。
イレーズサスペンドコマンド（B0h）とイレーズレジュームコマンド（30h）は， セクタ消去動作中のみ有効です。
二種類のリセットコマンドは， どちらも同じ動きをします。 コマンドは常に DQ7～ DQ0に入力して， DQ15～ DQ8ビッ
トは無視されることに注意してください。

(1) リード /リセットコマンド
エレクトロニック・シグネチャモードやタイミングリミット超過からリードモードへ復帰するには， リード/リセットコ
マンドシーケンスをコマンド・レジスタにライトすることで行います。 マイクロプロセッサの読出しサイクルでメモリ素
子からデータを読み出します。 素子は， ほかのコマンドが入力されるまで， リードモードを保ちます。 素子は， 電源投入時
自動的にリードモードにセットされます。 この場合は， データ読出しにコマンドは必要ありません。 標準マイクロプロ
セッサの読出しサイクルでデータを読み出します。 このようなデフォルト設定により電圧変化時での間違ったデータの
書換えを確実になくすことができます。 タイミングパラメータの規定は， 「■電気的特性 2． 交流特性  (1)リードサイクル」
と「■タイミングダイヤグラム」を参照して下さい。

(2) エレクトロニック・シグネチャコマンド
フラッシュメモリは、ローカル CPU がメモリ内容を変更するようなアプリケーションでの使用に向いています。 した
がって， マニュファクチャコードとデバイスコードは， システム搭載中でも読出し可能である必要があります。 PROMプ
ログラマは一般的に A9を高電圧にすることで， シグネチャコードにアクセスします。 しかし， システムボードの設計にお
いては高電圧をアドレス端子に印加することは望ましくありません。
そのため本素子は， システム登載中でもエレクトロニック・シグネチャの読出しが可能なモードを持っています。
この動作は， コマンドレジスタにエレクトロニック・シグネチャコマンドシーケンスをライトすることで開始されま
す。 コマンドのライトに続きXX00h番地からの読出しでマニュファクチャコード 04hが得られ、XX01h番地からデバイス
コード（22D7h）が読み出されます。
「■端子接続と機能 3． エレクトロニック・シグネチャ一覧」を参照してください。 すべてのマニュファクチャ，デバイス
コードは MSB（DQ7）をパリティ・ビットとする奇パリティを示しています。 また， XX02h 番地からは， どのセクタグルー
プが保護状態にあるのかの情報が得られます。 （A6， A1， A0) ＝ (0, 1, 0)の条件でセクタグループアドレス（A21， A20， A19，
A18と A17）をスキャニングすると， 保護されたセクタグループでは， 出力 DQ0に“1”が出力されます（保護回路の書込みの
検証はマージンモードで行って下さい）。
本モードを終了させるためには， リード /リセットコマンドをライトする必要があります。 また， 本モード中にエレクト
ロニック・シグネチャコマンドをライトする場合は， 一度リード /リセットコマンドをライト後， 実行してください。

(3) ワード・プログラムコマンド
本素子では， ワード単位を基本として書込みを行います。 書込みは 4回のバス動作で行われます。 コマンドシーケンス
には， 二つの“アンロック”サイクルがあります。 そして， 書込みセットアップコマンドと書込みデータサイクルが続きま
す。 アドレスは CEまたは WEの遅い方の立下りでラッチされ， データは CEまたはWEの早い方の立上りでラッチされ
ます。 そして， 最後の CEおよびWEの早い方の立上りで書込みが開始されます。
自動書込みアルゴリズムコマンドシーケンス実行後は， システムはそれ以上のアルゴリズム制御を必要としません。 素
子は， 自動的に内部で作られた適切な書込みパルスを発生し， 書き込まれたセルのマージンを検証します。 自動書込み動
作は， データ・ポーリング機能により， DQ7 のデータがこのビットに書き込んだデータに一致したとき終了し（「3． ライト
動作状態」を参照）， このときをもって読出しモードに戻り， これ以上， アドレスはラッチされなくなります。 この結果， 素
子はこの時点でシステムから入力される有効アドレスを要求します。 このようにデータ・ポーリングは， メモリが書込み
中であることを示します。
書込み中は， 素子にライトされたすべてのコマンドが無視されます。 もし， 書込み中にハードウェア・リセットが起動さ
れると書き込んでいるアドレスのデータは， 保証されません。
書込みは， どのようなアドレスの順番でもまた， セクタの境界を越えても可能です。 書込みによって， データ“0”をデー
タ“1”に戻すことはできません。 データ“0”にデータ“1”を書込みすると， データ・ポーリングアルゴリズムにより， 素子が
不良と判定されるか， あるいは， 見かけ上データ“1”が書き込まれたように見えるかのどちらかです。 しかし、読出し動作
でデータを読み出すとデータは， “0”のままです。 消去動作のみが， “0”データを“1”データにすることができます。 「■フ
ローチャート 1． 自動アルゴリズム」に標準コマンドシーケンスとバス動作を使った自動書込みアルゴリズム実行の手順
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を示します。

(4) チップ・イレーズコマンド
チップ消去は， 6 回のバス動作で行われます。 まず最初に， 2 つの“アンロック”サイクルがあり， 引き続き“セットアッ
プ”コマンドがライトされます。 チップ消去コマンドまでに， さらに 2つの， “アンロック”サイクルが続けれます。
チップ消去では， 消去前にユーザが素子に書込みを行う必要はありません。 自動消去アルゴリズム実行中には， 素子は
自動的にすべてのセルを消去する前に０のパターンに書き込んで検証します（プリプログラム）。 この動作中には， システ
ムはほかの制御やタイミングは要求されません。
自動消去は， コマンドシーケンス中の最後のWEまたは CEパルスの早い方の立上りで開始され， DQ7が“1”になったと
き終了し， このとき素子は読出しモードに戻ります。 チップ消去時間は「チップ書込み時間（プリプログラム）+セクタ消去
時間×全セクタ数」となります。
「■フローチャート 1． 自動アルゴリズム」に標準コマンドシーケンスとバス動作を使った自動消去アルゴリズム実行の
手順を示します。

(5) セクタ・イレーズコマンド
セクタ消去は， 6回のバス動作で行われます。 2つの， “アンロック”サイクルがあり， 引き続き “セットアップ”コマンド
をライトし，その後さらに最初に入力したものと同じ 2つの”アンロック”サイクルが続き，6サイクル目にセクタ消去コマ
ンドを入力することによりセクタ消去が始まります。 セクタアドレスは， （セクタアドレス内のどのアドレス位置のアド
レスでも可）WEまたは CEパルスの遅い方の立下がりでラッチされ， コマンド (30h)はWEまたは CEパルスの早い方の
立上がりでラッチされます。 最後のセクタ消去コマンドのWEまたはCEパルスの早い方の立上りから tTOWのタイムアウ
ト期間中， 次のセクタ消去コマンドの受付が可能です。
複数のセクタ消去は， 前述したような6つのバスサイクルに同時に消去するセクタアドレスとセクタ消去コマンド(30h)

を引き続きライトさせることで行います。 最後のセクタ消去コマンドの WE または CE パルスの早い方の立上がりから
tTOW のタイムアウト期間終了によりセクタ消去が開始されます。 つまり， 複数のセクタを同時に消去する場合は， 次の消
去セクタをそれぞれ tTOW以内に入力する必要があり， それ以後ではコマンドは受け付けられないことがあります。 引き続
くセクタ消去コマンドが有効かどうかは DQ3 にてモニタ可能です（「3．ライト動作状態 (5)DQ3・セクタ消去タイマ」を参
照）。 タイムアウト中のセクタ消去コマンドあるいはイレーズサスペンドコマンド以外のいかなるライトもリードモード
にセットし， その前のコマンドシーケンスは無視します。 この場合は， そのセクタを再度， 消去することにより消去がで
きます。セクタ消去時のセクタアドレスの入力は， セクタのどのような組み合わせや数（0 から 127）からでも実行可能で
す。
セクタ消去では， 消去前にユーザが素子に書込みを行う必要はありません。 素子は自動的に消去されるセクタ内のすべ
てのメモリに書込みを行います（プリプログラム）。 また， セクタ消去中は， ほかの消去されないセクタは何の影響も受け
ません。 これらの動作中は， システムはほかの制御やタイミングを必要としません。 自動セクタ消去は， DQ7 のデータ・
ポーリング機能やDQ6のトグルビット機能により終了をホストシステムに知らせることができます。 セクタ消去は， 最後
のセクタ消去コマンドのWEまたは CEパルスの早い方の立上りから tTOWのタイムアウト期間の終了後に開始され， DQ7

のデータが“1”になったとき（「3．ライト動作状態 (1)ハードウェア・シーケンス・フラグ一覧」を参照）終了し， 素子はリード
モードに戻ります。 データ・ポーリングは， 消去されたセクタ内のどのアドレスでも働きます。 複数セクタ消去時間は
「（セクタ書込み時間（プリプログラム）+セクタ消去時間×消去セクタ数）」となります。
「■フローチャート 1． 自動アルゴリズム」に標準コマンドシーケンスとバス動作を使った自動消去アルゴリズム動作の
手順を示します。

(6) イレーズサスペンド /イレーズレジュームコマンド
イレーズサスペンドコマンドは， ユーザがセクタ消去中に， チップを一時停止して消去中でないセクタからデータの読
出しと書込みを可能にするものです。 このコマンドはセクタ消去中のみ有効で， チップ消去や書込み動作中は無視されま
す。イレーズサスペンドコマンド (B0h)はセクタ消去コマンド (30h)後のセクタ消去タイムアウト期間を含むセクタ消去動
作中にのみ有効です。 このコマンドがタイムアウト期間中に入力されるとただちにタイムアウトを終了し， 消去動作を中
断します。 イレーズレジュームコマンドがライトされると消去動作が再開されます。 
セクタ消去動作中にイレーズサスペンドコマンドが入力されると， 素子が， 消去動作を停止するのに最大 tSPDの時間が
かかります。 素子が， 消去一時停止モードに入ると， DQ7ビットが論理“1”を出力し， DQ6がトグル動作をやめます。 消去
しているセクタのアドレスを入力し， DQ6とDQ7の出力をモニタすることによって， 消去動作を停止しているかどうかを
確かめられます。 さらに， イレーズサスペンドコマンドのライトは無視されます。
消去動作が停止したとき， 素子は， 消去一時停止読出しモードになります。 このモードでのデータの読出しは， データ
が消去一時停止していないセクタに有効となりますが， それ以外は， 標準的な読出しと同じです。 消去一時停止読出し
中， その消去一時停止したセクタからの連続的な読出しに対しては， DQ2 はトグル動作をします（「3．ライト動作状態
(6)DQ2」を参照）。 
消去一時停止読出しモードに入った後， ユーザは書込みコマンドシーケンスをライトすることにより， 素子に書込みが
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できます。 この書込みモードは， 消去一時停止書込みモードとなります。 このモードでの書込みは， データが消去一時停
止していないセクタに有効となりますが， それ以外は， 通常のワード書込みと同じです。 消去一時停止書込みモード中，
その消去一時停止したセクタからの連続的な読出しに対しては， DQ2 はトグル動作をします。 消去一時停止ビット（DQ6)

によって検出できます。 使用上の注意として， DQ6はどんなアドレスに対しても読出し可能ですが， DQ7はワード書込み
に対して読出しを行わなければなりません。
セクタ消去動作を再開するためには， イレーズレジュームコマンド (30h)を入力する必要があります。 この時点に， さら
にイレーズレジュームコマンドを入力しても無視されます。 他方， イレーズサスペンドコマンドはチップが消去再開した
後に再び入力することができます。

(7) 連続モードコマンド
MBM29LV650UE/651UEは， 連続モード機能を持っています。 このモードは， 連続モード・セットコマンドをライトする
と標準コマンドのアンロックサイクルが不要になります。 したがって， 連続モードの書込みは， 4回のバス動作に代わり 2

回のバス動作で行うことができます（消去コマンドはライトしないでください）。 また， 読出しも通常動作で行います。
本モードを終了するには連続モード・リセットコマンドをライトする必要があります。 連続モード・リセットコマンド
がライトされると通常のリードモードに戻ります（「■フローチャート 3．連続モードアルゴリズム」を参照）。
連続モード中は， CE＝ VIHの状態でも動作電流が必要とされます。

(8) 連続プログラムコマンド
連続モード中の書込みは， 2回のバス動作で行うことができます。 連続モード中に書込みセットアップコマンド（A0h)と
書込みデータサイクル（PA/PD)をライトすることにより自動書込みアルゴリズムが起動されます。 本コマンドは， 2 回の
バス動作で行われる以外は従来の書込みと同じ働きをします（「■フローチャート 3．連続モードアルゴリズム」を参照）。

(9) 拡張セクタグループ保護コマンド
セクタ保護の拡張機能として， RESET ピンに高電圧（VID）を印加した状態でコマンドシーケンスをライトすることによ
りセクタ保護を行うことができます。 したがって， 従来のセクタ保護のように制御ピン等のタイミングを制御する必要が
ありません。 また， 高電圧を印加するピンは RESETピンだけです。
拡張セクタ保護はRESETピンに高電圧の印加が必要です。 この状態からセットアップコマンド (60h)をライトすること
により拡張セクタ保護モードに入ります。 次に（A6, A1, A0)＝ (0, 1, 0)と A21～ A17からなる保護するセクタグループアド
レスをセットし， 拡張セクタグループ保護コマンド(60h)をライトすることにより保護回路への書込みを行います（ほかの
アドレスは VIL を推奨）。 保護回路の書込みが終了するまで 250 µsの待ち時間が必要です。
拡張セクタグループ保護は， 自動アルゴリズム機能がないのでユーザーでの書込み検証が必要です。 その後， （A6, A1,

A0)＝ (0, 1, 0)と保護したセクタグループアドレスをセットし， コマンド (40h)をライトすると保護回路の書込みの検証を
行い， 引き続き， 読出し動作を行うと保護されたセクタでは DQ0に“1”が出力されます。 それ以外が出力された場合は， 再
度拡張セクタグループ保護コマンド (60h)のライトを繰り返してください（「■タイミングダイヤグラム5．セクタグループ
保護  (3) 拡張セクタグループ保護」と「■フローチャート 2．セクタグループ保護／保護解除アルゴリズム」を参照）。 本
モードを終了させるには RESETピンを VIHにする必要があります。 
本コマンドは， 従来のセクタ保護と同じ働きをします。

(10) Queryコマンド（CFI： Common Flash Memory Interface）
MBM29LV650UE/651UEは， CFIに準拠しています。 CFIはデバイス容量や電源電圧などのデバイスの構造および能力情
報を読出すことができます。 したがって， ホストシステムのソフトウェアは各種デバイスで使用する特定ベンダーのソフ
トウェアアルゴリズムを CFIにより対応することができます。 詳細内容は CFI仕様書を参照してください。

Queryコマンド（98h）をライトし， アドレスを与えることによりそのアドレスに対応するデバイス情報を読み出すこと
ができます。（「■接続端子と機能 6．CFIコード一覧表」を参照）。 ワード読出しでは， データの上位バイト (DQ15～ DQ8）は
すべて“0”になります。
本モードを終了するには， リード /リセットコマンドをライトする必要があります。

(11) Hi-ROMエントリ・コマンド
MBM29LV650UE/651UEは， セキュリティーコード等を入れるため， 一度設定したコードを変更できなくするための領
域として One Time Protect機能がある Hi-ROM領域があります。 この領域は， 保護するまでは書き込みを行うことが可能
です。 しかし， 一旦保護すると以後保護を外すことができなくなりますので， 使用する場合は注意が必要です。

Hi-ROM領域は， 128ワードの大きさがあります。 Hi-ROM領域にエントリするために， Hi-ROMエントリコマンドシー
ケンスをライトする必要があります。 Hi-ROM領域が現れている状態を Hi-ROMモードとします。

Hi-ROMモード中に A6～ A0（A14～ A7は“L”，及び A21～ A15は“H”または“L”として下さい。）のアドレスにて 128ワー
ドの Hi-ROM領域を使用できます。

Hi-ROM モード中は， Hi-ROM 領域の読出し・書込みを行うことができます。 Hi-ROM モードを抜けるには， Hi-ROM リ
セットコマンドシーケンスをライトする必要があります。
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(12) Hi-ROMプログラムコマンド
Hi-ROM 領域にデータを書き込む場合は， Hi-ROM モード中に， Hi-ROM プログラムコマンドシーケンスをライトしま
す。 このコマンドは， Hi-ROM モード中にコマンドをライトすること以外は従来のプログラムコマンドと違いがありませ
ん。 したがって， 終了検出の方法も従来の DQ7データポーリング， DQ6トグルビットを使用する終了検出と同様です。 

(13) Hi-ROM保護コマンド
Hi-ROM 領域を保護するには， 2つの方法があります。 1つ目は， Hi-ROMモード中に， セクタグループ保護セットアッ
プコマンド（60h）をライトし， （A6， A1， A0）＝ (0， 1， 0）をセットし， セクタグループ保護コマンド（60h）をライトします。
Hi-ROMモード中であること， およびRESET端子に高電圧を印加しないこと以外は， 従来の拡張セクタグループ保護と同
様なので， 同じコマンドシーケンスを使うことができます。 拡張セクタグループ保護設定の詳細は， 「 （9）拡張セクタグ
ループ保護コマンド」を参照してください。

2つ目は， Hi-ROMモード中に， A9と OEに高電圧（VID)を印加し， （A6， A1， A0）＝ (0， 1， 0）をセットし， ライトパルスを
印加します。 保護回路への検証を行うには， A9に高電圧（VID)を印加し（A6， A1， A0）＝ (0， 1， 0）と Hi-ROM領域内のアド
レスを指定して読み出します。 DQ0に“1”が現れたら保護設定完了です。 保護されていない場合はDQ0に“0”が現れますの
で， 再度ライトパルスを印加してください。 以上の方法は Hi-ROMモード中であること以外は， 従来のセクタグループ保
護同様なので， 同じシーケンスを使えます。 拡張セクタグループ保護設定の詳細は， 「1．各モードについて (7) セクタグ
ループ保護」を参照してください。 一度保護すると，一度保護すると，一度保護すると，一度保護すると， 保護の解除はできませんので，保護の解除はできませんので，保護の解除はできませんので，保護の解除はできませんので， 保護する場合は細心の注意を払って保護する場合は細心の注意を払って保護する場合は細心の注意を払って保護する場合は細心の注意を払って
ください。ください。ください。ください。

3.ライト動作状態

(1) ハードウェア・シーケンス・フラグ一覧

＊：消去一時停止書込み中， その書込みされているアドレスの読出しに対し， DQ2は論理“1”を出力します。 
しかし，消去一時停止しているセクタからの連続的な読出しに対し DQ2はトグル動作をします。

（注意事項）DQ0と DQ1は将来のためのリザーブ。 DQ4はメーカ内部で使用。

(2) DQ7

・データ・ポーリング
MBM29LV650UE/651UEは， 自動アルゴリズム実行が進行中もしくは終了状態をホストシステムに知らせる方法とし
て， データ・ポーリング機能を持っています。
自動書込みアルゴリズム実行中に読出し動作すると， 素子はDQ7に最後に書き込まれたデータの反転データを出力しま
す。 自動書込みアルゴリズム終了時には， 素子はDQ7に最後に書き込まれた正しいデータを出力します。 データ・ポーリン
グは， 4つのライトシーケンスの 4番目のライトの立上がりの後から有効になります。
自動消去アルゴリズム実行中， DQ7は消去動作が終了するまでは， “0”を出力します。 終了時には DQ7に“1”を出力しま
す（「■フローチャート 1．自動アルゴリズム (3)データポーリングアルゴリズム」を参照）。 データ・ポーリングはまた，消去
一時停止状態に入ったかどうかのフラグでもあります。 消去一時停止モードに入るとDQ7は“0”から“1”に変わります。 使
用上の注意として， DQ7により消去一時停止状態を確認するには， 消去しているセクタのアドレスを入力する必要があり
ます。 チップ消去， セクタ消去では， データ・ポーリングでは， 6つのライトシーケンスの 6番目のWEの立上りの後から

状態 DQ7 DQ6 DQ5 DQ3 DQ2

実行中

自動書込み動作 DQ7 Toggle 0 0 1

自動消去動作 0 Toggle 0 1 Toggle*

消去
一時停止 
モード

消去一時停止読出し
(消去一時停止しているセクタ )

1 1 0 0 Toggle

消去一時停止読出し
(消去一時停止していないセクタ )

Data Data Data Data Data

消去一時停止書込み
(消去一時停止していないセクタ )

DQ7 Toggle 0 0 1*

タイム
リミット
超過

自動書込み動作 DQ7 Toggle 1 0 1

自動消去動作 0 Toggle 1 1 N/A

消去
一時停止 
モード

消去一時停止書込み 
(消去一時停止していないセクタ )

DQ7 Toggle 1 0 N/A
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有効になります。
データ・ポーリングは， 書込みアドレスまたは消去しているセクタアドレスを与える必要があります。 さもなければ， 正
しく終了判定ができない場合があります。 また， 保護されたセクタからのデータ・ポーリングの読出しでは， 正しく終了
判定ができない場合があります。 このような場合は， トグル・ビットの使用を推奨します。
書込みの際， 書き込もうとしているセクタが書換え保護されているセクタの場合は， 約 1 µsの間DQ7に反転データを出
力した後， データを書き換えることなくデータ・ポーリングの出力を終わります。 消去の際は， デバイスは書換え保護さ
れていない全ての選択されたセクタを消去します。 もし， 選択された全てのセクタが書込み保護されている場合には約
400 µs間 DQ7に“0”を出力し， その後データを書き換えないでリードモードに戻ります。
自動アルゴリズム動作が終了すると データ・ポーリングビットの DQ7はアウトプットイネーブル（OE)がローレベルの
間中， 非同期に変化します。 これは， 自動アルゴリズムの間は素子の状態情報が出力され， 終了するとそのアドレスに対
する有効なデータが出力されるということを表しています。 システムがDQ7の出力を読み出すときはシーケンスフラグか
有効なデータかを読み出しています。 素子が自動アルゴリズムを終了し， DQ7 に有効なデータが出力されても DQ0 から
DQ6には， まだ， 有効でないデータが出力されます。 DQ0からDQ7に有効なデータを出力するには， 再度読出し動作を行っ
てくさい。
データ・ポーリングは， 自動書込みアルゴリズム実行， 自動消去アルゴリズム実行， 消去一時停止， もしくはセクタ消去
タイムアウトの間のみ有効です。
「■タイミングダイヤグラム 3． シーケンスフラグのデータポーリングサイクル (1)データポーリング・タイミング」を参
照して下さい。

(3) DQ6

・トグル・ビット
MBM29LV650UE/651UEはまた， 自動アルゴリズム実行が進行中もしくは終了状態をホストシステムに知らせる方法と
して， トグル・ビット機能を持っています。
自動書込みもしくは消去アルゴリズム実行中に， 連続した読出し（CEまたは OEトグル動作）を行うと素子は“1”と“0”
の繰返し（トグル動作）をDQ6に出力します。 自動書込みもしくは消去アルゴリズムが終了すると， 連続した読出しに対し
てDQ6のトグル動作をやめ， 有効なデータを出力します。 書込み中は， トグル・ビットは 4つのライトサイクイルの 4番目
のライトパルスの立上がりの後から有効になります。 チップ消去， セクタ消去では， 6つのライトサイクルの6番目のライ
トパルスの立上がりの後から有効になります。 トグル・ビットは， セクタタイムアウト中も有効になります。
書込みの際， 書き込もうとしているセクタが書換え保護されているセクタの場合は， 約 1 µs の間トグル動作した後，
データを書き換えることなくトグル動作を終わります。 消去の際， デバイスは書換え保護されていないすべての選択され
たセクタを消去します。 もし選択されたすべてのセクタが書込み保護されている場合にはトグルビットは約400 µsトグル
動作をし， その後データを書き換えないで読出しモードに戻ります。 CE， OEどちらのトグル動作でもトグル・ビット DQ6

はトグルします。 また，消去一時停止／再開コマンドも DQ6をトグル動作させます。 「■タイミングダイヤグラム 3． シー
ケンスフラグのポーリングサイクル (2)トグルビット・タイミング」を参照して下さい。

(4) DQ5

・タイミングリミット超過
書込みまたは消去時間が規定限界（内部パルス回数）を超えたことをDQ5の出力で確認することができます。 この状態で
は， DQ5 は“1”を出力し， 書込みまたは消去が成功しなかったことを示します。 データ・ポーリング機能のみがこの状態で
動作します。 CE回路は， この状態では部分的にしかパワーダウンしません。 OEとWE端子は、「■端子接続と機能 1． オ
ペレーション一覧」のように出力ディセーブル動作を制御します。
ユーザが， “0”が書き込まれたアドレスに“1”を書き込もうとすると DQ5のフェイル状態が発生します。 この場合， 素子
はロックされ， 自動アルゴリズム動作は終了しません。 したがって， システムはDQ7から有効なデータが読み出せません。
また， DQ6はトグル動作を止めず， タイムリミットを越え， DQ5は“1”を出力します。 この状態は素子が不良ではなく， 正
しく使用されなかったということを表していることに注意して下さい。

DQ5 が“1”となった場合， セルデータが出力されているのか， タイミングリミット超過したのかが判断することに困る
場合があります。 そのようなときは， 再び読出して DQ7のデータ・ポーリングや DQ6トグルビットで自動アルゴリズム動
作中かどうかで判断してください。もし， この状態が発生したときには， コマンドによるリセットを行って下さい。

(5) DQ3

・セクタ消去タイマ
最初のセクタ消去コマンドシーケンスの後， セクタ消去タイムアウトが始まります。 DQ3 は， タイムアウトが終了する
まで“0”を保ちます。データ・ポーリングとトグル・ビットは最初のセクタ消去コマンドシーケンスの後から有効となりま
す。
データ・ポーリングやトグル・ビットが有効な消去コマンドがライトされていることを示していれば， DQ3はセクタ消去
タイマウインドウが開いているかどうかを調べることに使えます。 もし， DQ3 が“1”であれば内部で制御される消去が始
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まっており， 続けてのコマンドライト（消去一時停止コマンドを除く）はデータ・ポーリングかトグル・ビットが消去の終
了を示すまで， 無視されます。 DQ3が“0”であれば， 素子は追加のセクタ消去コマンドを受け付けます。 コマンドが受け付
けられたことを確認するために， 引き続くセクタ消去コマンドに先立ってソフトウェアでDQ3の状態をチェックすること
を推奨します。 もし 2回目の状態でチェックで DQ3が“1”であったならコマンドは受け付けられていない可能性がありま
す。
「（1）ハードウェア・シーケンス・フラグ一覧」を参照して下さい。

(6) DQ2

・トグル・ビット 2

このトグル・ビットは， DQ6に加えて， 素子が自動消去動作中であるか， 消去一時停止中であるかを検出することに使わ
れます。 自動消去動作中に消去しているセクタから連続して読出しを行うとDQ2はトグル動作をします。 素子が消去一時
停止読出しモードならば， 消去一時停止しているセクタから連続して読出しを行うと DQ2はトグル動作をします。
素子が消去一時停止書込みモードのときは， 消去一時停止していないセクタからワードアドレスを連続して読み出す
と DQ2には， 論理“1”が出力されます。 DQ6は DQ2と機能が違います。 DQ6は， 通常の書込み， 消去， あるいは消去一時停
止書込み動作中にのみトグル動作をします（「(1)ハードウェア・シーケンス・フラグ一覧」を参照）。 例えば， DQ2と DQ6は，
消去一時停止読出しモードを検出するために， いっしょに使われます（DQ2 はトグル動作するが， DQ6 はトグル動作しな
い）。 
さらに， DQ2は消去しているセクタの検出にも使われます。 素子が消去動作のときは， DQ2は消去しているセクタから
の読出しならばトグル動作をします。

4.データ保護
MBM29LV650UE/651UEは， 電源遷移中に起こりえる不正なシステム内の信号による偶発な書込みや消去を防止するよ
うに設計されています。 電源立上げ中， 素子は， インターナルステートマシンをリードモードにセットします。 素子内容
の変更は， コマンドレジスタアーキテクチャにしたがって正しい連続したコマンドシーケンスによってのみ実行されま
す。
また， 素子は VCC電源の立上げ・立下げやシステムノイズによる誤った書込みを防止する数々の機能を備えています。

(1) 低 VCC書込み禁止
VCCの立上げ・立下げ中のライトの開始を防ぐため，VLKO以下でのライトサイクルを禁止します。 もし VCC＜ VLKOであ
れば， コマンドレジスタは無効にされ内部のすべての書込み / 消去回路は無効になります。 この状態では， 素子はリード
モードになります。 引き続くライトは， VCCが VLKOのレベルを超えるまで無視されます。 VCCが VLKO (Min)以上のときの
誤書込み防止については， ユーザの責任で正しい論理を端子に与えるようにしてください。
自動アルゴリズム実行中に VLKOを下まわると， 自動アルゴリズムはストップします。 その後， VCCが推奨電源電圧の範
囲に戻っても自動アルゴリズムは再開しません。 したがって， プログラムまたは消去実行中に， 自動アルゴリズムがス
トップすると， そのアドレスのデータは正しくありませんので， 再度プログラムまたは消去コマンドをライトする必要が
あります。

(2) ライトパルス“グリッチ”防止
OE， CE， WEは 3 ns（標準）以下のノイズパルスを無効としますので， ライト動作は開始しません。

(3) 禁止論理
OE＝VIL， CE＝VIH， WE＝VIHのいずれかの状態を保つことで， ライトは禁止されます。 ライトサイクルを開始するため
には， OEが“H”である間に CEとWEを“L”としてください。

(4) 電源立上げ中のライト禁止
WE＝CE＝VILでOE＝VIHとした電源立上げでは， WEの立上がりコマンドを受け付けません。 インターナルステートマ
シンは電源立上げ時自動的にリードモードにセットされます。

(5) セクタグループ保護
MBM29LV650UE/651UEはセクタグループごとにユーザ側でハード的に保護できます。 保護回路は保護されたセクタへ
の書込みと消去の両方を無効にします。 保護されたセクタへの書込みと消去の命令は無視されます。 「1．各モードについ
て（７）セクタグループ保護」を参照してください。
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■ 絶対最大定格

＊ 1：電圧は，VSS＝ GND＝ 0 Vを基準にした値です。
＊ 2：入力および入 / 出力ピンに印加できる DC最低電圧は－ 0.5 Vです。電圧変動時，継続時間が 20 ns未満のアンダ

シュートでは－ 2.0 Vを許容します。入力および入 /出力ピンに印加できる DC最大電圧は VCC＋ 0.5 Vです。電圧
変動時，継続時間が 20 ns未満のオーバシュートでは VCC＋ 2.0 Vを許容します。

＊ 3：ピンに印加できる DC最低電圧は－ 0.5 Vです。電圧変動時，継続時間が  20 ns未満のアンダシュートでは－ 2.0 V

を許容します。ピンに印加できる DC最大電圧は＋ 13.0 Vです。ただし、入力電圧－電源電圧を＋ 9 V 未満としま
す。電圧変動時，継続時間が 20 ns未満のオーバシュートでは＋ 14.0 Vを許容します。

＜注意事項＞ 絶対最大定格を超えるストレス (電圧 , 電流 , 温度など ) の印加は , 半導体デバイスを破壊する可能性があ
ります。したがって , 定格を一項目でも超えることのないようご注意ください。

■ 推奨動作条件

＊：電圧は，VSS＝ GND＝ 0 Vを基準にした値です。

＜注意事項＞ 推奨動作条件は , 半導体デバイスの正常な動作を保証する条件です。電気的特性の規格値は , すべてこの条
件の範囲内で保証されます。常に推奨動作条件下で使用してください。この条件を超えて使用すると , 信頼
性に悪影響を及ぼすことがあります。
データシートに記載されていない項目 , 使用条件 , 論理の組合せでの使用は , 保証していません。記載され
ている以外の条件での使用をお考えの場合は , 必ず事前に当社営業担当部門までご相談ください。

項    目 記  号
定 格 値

単位
最小 最大

動作温度 TA -40 +85 °C

保存温度 Tstg -55 +125 °C

入 /出力電圧 * 1, * 2 VIN,VOUT -0.5 VCC + 0.5 V

入力電圧（A9，OE，RESET，ACC）* 1, * 3 VIN -0.5 +13.0 V

電源電圧 * 1 VCC -0.5 +4.0 V

入出力用電源電圧 * 1 VCCq -0.2 +7.0 V

項    目 記  号
規  格  値

単 位
最 小 最 大

電源電圧 * VCC +3.0 +3.6 V

動作温度 TA -40 +85 °C

入出力用電源電圧 VCCq +3.0 +3.6 V
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■ 最大オーバシュート /最大アンダシュート

1.最大アンダシュート

2.最大オーバシュート

3.最大オーバシュート

+ 0.6 V

− 0.5 V

− 2.0 V

20 ns20 ns

20 ns

VCC + 0.5 V

+ 2.0 V

VCC + 2.0 V

20 ns

20 ns 20 ns

 + 13.0 V

VCC + 0.5 V

+ 14.0 V
20 ns

20 ns20 ns

(注意事項 )この波形は A9, OE, ACCおよび RESETのために適用されます。
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■ 電気的特性

1.直流特性

＊ 1：表記の ICCは，直流動作電流と周波数に依存する成分の両方を含みます。
＊ 2：自動アルゴリズム（プログラム /イレーズ時）実行中の ICCです。
＊ 3：オートスリープモードは，アドレスが 150 nsの間固定しているとき，自動的にローパワーになりま す。
＊ 4：セクタ保護に関してのみ。
＊ 5：VCCの印加中のみ。

項   目 記号 測定条件
規格値

単位
最小 標準 最大

入力リーク電流 ILI
VIN = VSS to VCC, VCC = VCC Max,
Vccq = Vccq Max

–1.0 — +1.0 µA

出力リーク電流 ILO
VOUT = VSS to VCC, VCC = VCC Max,
Vccq = Vccq Max

–1.0 — +1.0 µA

入力リーク電流 (高電圧印加時） ILIT
VCC = VCC Max,
A9, OE, RESET = 12.5 V

— — 35 µA

VCC 電源電流（リード）* 1 ICC1

CE = VIL, OE = VIH, VCC = VCC Max,
Vccq = Vccq Max, f = 5 MHz

— — 16 mA

CE = VIL, OE = VIH, VCC = VCC Max,
Vccq = Vccq Max, f = 1 MHz

— — 7 mA

VCC 電源電流 * 2

(プログラム /イレーズ） ICC2
CE = VIL, OE = VIH, VCC = VCC Max,
Vccq = Vccq Max

— — 40 mA

VCC 電源電流 (スタンバイ ) ICC3
VCC = VCC Max, Vccq = Vccq Max, 
CE = VCC ± 0.3 V, RESET = VCC ± 0.3 V

— 1 5 µA

VCC 電源電流 
(スタンバイ , リセット )

ICC4
VCC = VCC Max, Vccq = Vccq Max,
RESET = VSS ± 0.3 V

— 1 5 µA

VCC 電源電流 *3

(オートマチックスリープモード ) 
ICC5

VCC = VCC Max, Vccq = Vccq Max, 
CE = VSS ± 0.3 V, RESET = VCC ± 0.3 V, 
VIN = VCC ± 0.3 V or VSS ±0.3 V

— 1 5 µA

ACC電源電流
(アクセラレーションモード時） IACC

VCC = VCC Max,
ACC = VACC Max

— — 20 mA

“L”レベル入力電圧 VIL — –0.5 — 0.6 V

“H”レベル入力電圧 VIH — 2.0 — VCC + 0.5 V

入力高電圧 (ACC) VACC — 11.5 — 12.5 V

入力高電圧 (A9, OE, RESET) *4 *5 VID — 11.5 12 12.5 V

“L”レベル出力電圧 VOL
IOL = 4.0 mA, VCC = VCC Min,
Vccq = Vccq Min

— — 0.45 V

“H”レベル出力電圧

VOH1
IOH = –2.0 mA, VCC = VCC Min,
Vccq = Vccq Min

2.4 — — V

VOH2
IOH = –100 µA, VCC Min,
Vccq = Vccq Min

VCCq – 

0.4
— — V

低 VCC ロック電圧 VLKO — 2.3 2.4 2.5 V
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2.交流特性

(1) リードサイクル
（推奨動作条件において）

・測定条件
入力電圧 ：0.0V / 3.0 V
入力パルス立上り時間 ：5 ns

立下り時間 ：5 ns
測定基準電圧 入力 ：1.5 V

出力 ：1.5 V
出力負荷 ：1 TTL + 30 pF

項 目 記号 条 件
規格値

単位
最小 標準 最大

リードサイクルタイム tRC — 90 — — ns

アドレスアクセスタイム tACC
CE = VIL, 
OE = VIL

— — 90 ns

CEからデータ出力まで tCE OE = VIL — — 90 ns

OEからデータ出力まで tOE — — — 35 ns

CEから出力フローティングまで tDF — — — 30 ns

OEから出力フローティングまで tDF — — — 30 ns

前サイクルデータ出力保持時間 tOH — 0 — — ns

RESETピンからリードモード復帰まで tREADY — — — 20 µs

CL

3.3 V

Diodes = IN3064
or Equivalent

2.7 kΩ
Device
Under
Test

IN3064
or Equivalent

6.2 kΩ

・出力負荷回路

CL＝ 30 pF（治具の容量を含む）
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(2) ライト / イレーズ / プログラムサイクル
（推奨動作条件において）

＊ 1：内部での消去前プリプログラミング時間を含みません。
＊ 2：セクタ保護に関してのみ。

項 目 記 号
規格値

単位
最小 標準 最大

ライトサイクルタイム tWC 90 — — ns

アドレスセットアップタイム tAS 0 — — ns

アドレスホールドタイム tAH 45 — — ns

データセットアップタイム tDS 35 — — ns

データホールドタイム tDH 0 — — ns

出力イネーブルセットアップタイム tOES 0 — — ns

出力イネーブル
ホールドタイム

リード
tOEH

0 — — ns

トグル＆データ・ポーリング 10 — — ns

ライト前のリードリカバリタイム tGHWL 0 — — ns

ライト前のリードリカバリタイム tGHEL 0 — — ns

CEセットアップタイム tCS 0 — — ns

WEセットアップタイム tWS 0 — — ns

CEホールドタイム tCH 0 — — ns

WEホールドタイム tWH 0 — — ns

ライトパルス幅 tWP 35 — — ns

CEパルス幅 tCP 35 — — ns

ライトパルス幅ハイレベル tWPH 30 — — ns

CEパルス幅ハイレベル tCPH 30 — — ns

プログラム継続時間 tWHWH1 — 16 — µs

セクタイレーズ継続時間 *1 tWHWH2 — 1 — s

VCCセットアップタイム tVCS 50 — — µs

VID立上り時間 * 2 tVIDR 500 — — ns

VACC立上り時間 tVACCR 500 — — ns

電圧遷移時間 * 2 tVLHT 4 — — µs

ライトパルス幅 * 2 tWPP 100 — — µs

WEを有効にするための OEセットアップタイム * 2 tOESP 4 — — µs

WEを有効にするための CEセットアップタイム *2 tCSP 4 — — µs

RESETパルス幅 tRP 500 — — ns

リード前の RESET ハイレベル期間 tRH 200 ns

自動アルゴリズム終了からデータ出力まで tEOE — — 90 ns

イレーズサスペンド移行時間 tSPD — — 20 µs

セクタ消去時のタイムアウト時間 tTOW 50 — — µs
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■ 書込み／消去特性

■ 入出力端子容量
（f ＝ 1 MHz， TA＝ +25 °C）

項 目
規 格 値

単 位 備 考
最 小 標 準 最 大

セクタ消去時間 — 1 10 s
内部でのプリプログラム時間は
除く

書込み時間 — 16 360 µs
システムレベルのオーバヘッド
時間は除く

チップ書込み時間 — — 200 s
システムレベルのオーバヘッド
時間は除く

消去 /書込みサイクル 100,000 — — cycle

項        目 記  号 測定条件
規 格 値

単位
最小 標準 最大

入力端子容量 CIN VIN = 0 — 6 7.5 pF

出力端子容量 COUT VOUT = 0 — 8.5 12 pF

制御端子容量 CIN2 VIN = 0 — 8 10 pF

制御端子容量（ACC) CIN3 VIN = 0 — 15 20 pF
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■ タイミングダイヤグラム

1.リードサイクル

(1) リード－１

(2) リード－２

WE 

OE

CE

tACC

tDF

tCE tOH

tOE

Outputs

tRC

Address Address Stable

High-Z
Output Valid

High-Z

tOEH

RESET

tACC

tOH

Outputs

tRC

Address Address Stable

High-Z
Output Valid

tRH
CE

tRP tRH tCE
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2.プログラムサイクル

(1) WEコントロール（プログラムコマンドの例）

tCH

tWP
tWHWH1

tWC tAH

CE

OE

tRC

Address

Data 

 tAS

tOEtWPH
tGHWL

tDH

DQ7PDA0h DOUT

WE

XXXh PA PA

tOH

Data Polling3rd Bus Cycle

tCS tCE

tDS

DOUT

tDF

PA ：書込みアドレス
PD ：書込みデータ
DQ7 ：書込みデータの反転出力
DOUT ：書込みデータの出力

(注意事項 ) 4バスサイクルシーケンスのうちの最後の 2バスサイクルを記述しています。
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(2) CEコントロール（プログラムコマンドの例）

tCP

tDS

tWHWH1

tWC tAH

WE

OE

Address

Data 

 tAS

tCPH

tDH

DQ7A0h DOUT

CE

XXXh PA PA

Data Polling3rd Bus Cycle

tWS tWH

tGHEL

PD

PA ：書込みアドレス
PD ：書込みデータ
DQ7 ：書込みデータの反転出力
DOUT ：書込みデータの出力

(注意事項 ) 4バスサイクルシーケンスのうちの最後の 2バスサイクルを記述しています。
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(3) WEコントロール（イレーズコマンドの例）

V CC

CE

OE

Address

Data 

tWP

WE

XXXh XXXh XXXhXXXh XXXh SA∗ 

tDS

tCH

tAS tAH

tCS

tWPH

tDH

tGHWL

tVCS

tWC

55h55h 80h AAhAAh 30h

10h for Chip Erase

＊：SAは ,セクタイレーズの際のセクタアドレスです。 アドレスは ,チップイレーズの際は XXXhです。
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3.シーケンスフラグのポーリングサイクル

(1) データポーリング・タイミング

(2) トグルビット・タイミング

tOEH

tOE

tWHWH1 or 2

CE

OE

tEOE

WE

tDFtCH

tCE

High-Z

High-Z

DQ7 =
Valid Data

DQ6 to DQ0
Valid Data 

DQ7DQ7

DQ6 to DQ0 Data

Data

DQ6 to DQ0 = Output Flag

∗

＊ DQ7：有効データ（デバイスが自動動作を終了）

tOEH

CE

WE

OE

DQ6

tOE

∗

tOES

tDH

Data (DQ7 to DQ0) DQ6 = Toggle DQ6 = Toggle       DQ6 =
Stop Toggling

DQ7 to DQ0
Data Valid

＊ : DQ6：トグル動作停止（デバイスが自動動作を終了）
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4. DQ2 vs. DQ6

DQ2

DQ6

WE Erase

Erase
Suspend

Enter
Embedded

Erasing

Erase Suspend
Read

Enter Erase
Suspend Program

Erase
Suspend
Program

Erase Suspend
Read

Erase
Resume

Erase Erase
Complete

Toggle
DQ2 and DQ6

with OE or CE

(注意事項 ) DQ2は， 消去一時停止セクタからの読出し
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5.セクタグループ保護

(1) セクタグループ保護

tVLHT

SPAX
A21, A20, A19

 A18, A17
SPAY

A6, A0

A9

3 V

tVLHT
OE

3 V

tVLHTtVLHT

tOESP

tWPP

tCSP

WE

CE

tOE

01hData

VCC

A1

tVCS

12 V

12 V

SPAX：最初のセクタグループアドレス
SPAY：次のセクタグループアドレス
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(2) 一時的セクタグループ保護解除

VIH

RESET

VCC

CE

WE

tVLHT Program or Erase Command Sequence
tVLHT

tVCS

tVIDR

VID

tVLHT

Unprotection period



36

MBM29LV650UE90/MBM29LV651UE90

(3) 拡張セクタグループ保護

SPAY

RESET

A1

VCC

A6, A3,

A2, A0

Address SPAXSPAX

tVCS

tVLHT

tVIDR tWC tWC

OE

WE

CE

Data 60h01h40h60h60h

TIME-OUT

tOE

tWP

SPAX：セクタグループ保護したいセクタグループアドレス
SPAY：次のセクタグループアドレス
TIME-OUT：タイムアウト時間＝ 250 µs (Min)
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6.アクセラレーションモード

VIH

ACC

VCC

CE

WE

tVLHT Program Command Sequence
tVLHT

tVCS

tVACCR

VACC

tVLHT

Acceleration period
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■ フローチャート

1.自動アルゴリズム

(1) 自動書込みアルゴリズム

XXXh/AAh

XXXh/A0h

XXXh/55h

No

No

Yes

Yes

開　始

プログラムコマンドシーケンス
ライト (下記参照 ) 

データ・ポーリング

次アドレス

ベリファイ
データ ?

プログラム完了

プログラムアドレス /プログラムデータ

ラスト
アドレス

?

自動書込み中

プログラムコマンドシーケンス（アドレス / コマンド）
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(2) 自動消去アルゴリズム

XXXh/AAh

XXXh/80h

XXXh/55h

XXXh/AAh

XXXh/10h

XXXh/55h

XXXh/AAh

XXXh/80h

XXXh/55h

XXXh/AAh

XXXh/55h

Data = FFh
?

No

Yes

開　始

イレーズコマンドシーケンス
ライト（下記参照）

データポーリング

消去完了

自動消去中

チップイレーズコマンドシーケンス
（アドレス／コマンド）

個々のセクタ／複数のセクタ
イレーズコマンドシーケンス
（アドレス／コマンド）

追加セクタがあるとき
イレーズコマンドを
続けてライト

セクタアドレス / 30h

セクタアドレス / 30h

セクタアドレス / 30h
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(3) データポーリングアルゴリズム

DQ7 = Data?

DQ5 = 1?

Fail Pass

DQ7 = Data?
∗

(DQ7 ∼ DQ0)
Addr. = VA

(DQ7 ∼ DQ0)
Addr. = VA

No

No

No

Yes

Yes

Yes

VA＝書込みアドレス
＝セクタ消去動作中に消去されているセクタのアドレス
＝チップ消去動作中に保護されていないセクタアドレス
 （セクタグループ保護されたセクタからのデータ・ポーリングの読出しは， 正しく終了の判定ができない
場合があります。）

＊ : DQ5＝ “1”の状態は， タイムリミット超過あるいはメモリセルの読出しの 2通りです。 
書込み・消去動作が終了していることを確認するために DQ7を再チェックしてください。

開　始

リード

リード
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(4) トグルビットアルゴリズム

DQ6 
= Toggle?

DQ5 = 1?

DQ6
= Toggle?

No

No

No

Yes

Yes

Yes

∗1

∗1, ∗2

Fail Pass

＊ 1：トグル状態であるか確認するために , DQ6を 2回リードしてください。
＊ 2：DQ5＝ “1”の状態は , タイムリミット超過あるいはメモリセルの読出しの 2通りです。書込み・消去

動作が終了していることを確認するために DQ6 を再チェックしてください。 

開　始

リード (DQ7~DQ0)
Addr.= VIHまたは VIL

リード (DQ7~DQ0)
Addr.= VIHまたは VIL

リード (DQ7~DQ0)２回
Addr.= VIHまたは VIL
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2.セクタグループ保護／保護解除アルゴリズム

(1) セクタグループ保護アルゴリズム

No
No

No

Yes

Yes Yes

Fail

PLSCNT = 25?

PLSCNT = 1

PLSCNT = PLSCNT + 1

Addr. = SPA, A1 = VIH
A6 = A0 = VIL

(A21, A20, A19, A18, A17)

OE = VID, A9 = VID

CE = VIL, RESET = VIH

A6 = A0 = VIL, A1 = VIH

WE = VIH, CE = OE = VIL

( )

開　始

セクタグループアドレス
のセットアップ

セクタグループアドレス
SPAの読出し

WEパルス印加

タイムアウト 100 µs

データ = 01 h?

（A9は VIDのまま）

ほかにセクタ
グループ保護？

A9の VIDを解除
リセットコマンドをライト

A9の VIDを解除
リセットコマンドをライト

セクタグループ
保護完了
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(2) 一時的セクタグループ保護解除アルゴリズム

RESET = VID ∗1

RESET = VIH

＊ 1：すべての保護されたセクタグループの保護を解除します。
＊ 2：前に保護されていたセクタグループが ,再びセクタグループ保護されます。

∗2

開　始

消去または書込み動作実行

一時的セクタグループ保護解除完了
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(3) 拡張セクタグループ保護アルゴリズム

No

Yes

Yes

PLSCNT = 1

No

No

Yes

Fail

PLSCNT = 25?

PLSCNT = PLSCNT + 1

A6 = A0 = VIL 
Addr. = SPA, A1 = VIH

RESET = VID

No

Yes

(A6 = A0 = VIL, A1 = VIH)

(A6 = A0 = VIL, A1 = VIH)

XXXh/60h

( )

開　始

待ち時間　4 µs

セクタグループ保護？一時的セクタグループ
保護解除モード

セクタグループ
保護セットアップ

セクタグループ保護
SPA/60h

セクタグループ保護検証
SPA/40h

タイムアウト 250 µs

セクタグループアドレス
SPAの読出し

ほかにセクタ
グループ保護 ?

セクタグループ保護完了

RESET の VIDを解除
リセットコマンドをライト

次セクタグループアドレス

データ＝ 01h?

RESET の VIDを解除
リセットコマンドをライト
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3.連続モードアルゴリズム

XXXh/AAh

XXXh/20h

XXXh/90h

XXXh/F0h

XXXh/A0h

XXXh/55h

No

No

Yes

Yes

プログラムアドレス /プログラムデータ

次アドレス
ラスト
アドレス ?

プログラム完了

連続モード・セット

連続書込み中

連続モード・リセット

デバイスのデータ・ポーリング

ベリファイ
データ ?

開　始
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■ オーダ型格

 

型格 パッケージ アクセスタイム (ns) 備考

MBM29LV650UE90TN

プラスチック・TSOP (1)， 48ピン
（FPT-48P-M19）
（正ベンド）

90
WP端子によるハード
ウェアプロテクトが

SA127
MBM29LV650UE90TR

プラスチック・TSOP (1)， 48ピン
（FPT-48P-M20）
（逆ベンド）

90

MBM29LV651UE90TN

プラスチック・TSOP (1)， 48ピン
（FPT-48P-M19）
（正ベンド）

90
WP端子によるハード
ウェアプロテクトが

SA0
MBM29LV651UE90TR

プラスチック・TSOP (1)， 48ピン
（FPT-48P-M20）
（逆ベンド）

90

MBM29LV650U(651U) E 90 TN

パッケージ
TN=48 pin シンスモールアウトラインパッケージ
（TSOP (1) 正ベンド）
TR=48 pin シンスモールアウトラインパッケージ
（TSOP (1) 逆ベンド）

スピードバージョン

デバイスリビジョン

品名
MBM29LV650U(651U)
64Mビット (4Mｘ16ビット）
3V単一フラッシュメモリ
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■ 外形寸法図

–.003
+.001

–0.08
+0.03

.007

0.17

"A"

(Stand off height)
0.10(.004)

(Mounting
height)

(.472±.008)
12.00±0.20

LEAD No.

48

2524

1

(.004±.002)

0.10(.004) M

1.10
+0.10
–0.05

+.004
–.002.043

0.10±0.05

(.009±.002)
0.22±0.05

(.787±.008)
20.00±0.20

(.724±.008)
18.40±0.20

INDEX

2003  FUJITSU  LIMITED  F48029S-c-6-7C

0~8˚

0.25(.010)

0.50(.020)

0.60±0.15
(.024±.006)

Details of "A" part

*

*

プラスチック・TSOP (1)， 48ピン
(FPT-48P-M19)

単位：mm （inches）

注 1）* 印寸法はレジン残りを含まず。レジン残り・ゲート残りは片側 +0.15(.006)MAX
注 2）端子幅および端子厚さはメッキ厚を含む。
注 3）端子幅はタイバ切断残りを含まず。

–.003
+.001

.007

–0.08
+0.03

0.17

"A"

(Stand off height)
(.004±.002)
0.10±0.05

0.10(.004)

(Mounting height)

12.00±0.20(.472±.008)

LEAD No.

48

2524

1

0.10(.004) M

1.10
+0.10
–0.05

+.004
–.002.043

(.009±.002)
0.22±0.05

(.787±.008)
20.00±0.20

(.724±.008)
18.40±0.20

INDEX

2003  FUJITSU  LIMITED  F48030S-c-6-7C

0~8˚

0.25(.010)

0.60±0.15
(.024±.006)

Details of "A" part

*

*

0.50(.020)

プラスチック・TSOP (1)， 48ピン
(FPT-48P-M20)

単位：mm （inches）

注 1）* 印寸法はレジン残りを含まず。レジン残り・ゲート残りは片側 +0.15(.006)MAX
注 2）端子幅および端子厚さはメッキ厚を含む。
注 3）端子幅はタイバ切断残りを含まず。
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富士通株式会社富士通株式会社富士通株式会社富士通株式会社
http://edevice.fujitsu.com/index_j.html

本資料の記載内容は , 予告なしに変更することがありますので , ご用命の際は当社営業担当部門にご確認ください。
本資料に記載された動作概要や応用回路例は , 半導体デバイスの標準的な動作や使い方を示したもので , 実際に使用する機器での動作を保証するもので

はありません。従いまして , これらを使用するにあたってはお客様の責任において機器の設計を行ってください。これらの使用に起因する損害などについ
ては , 当社はその責任を負いません。
本資料に記載された動作概要・回路図を含む技術情報は , 当社もしくは第三者の特許権 , 著作権等の知的財産権やその他の権利の使用権または実施権の

許諾を意味するものではありません。また , これらの使用について , 第三者の知的財産権やその他の権利の実施ができることの保証を行うものではありま
せん。従いまして , これらの使用に起因する第三者の知的財産権やその他の権利の侵害について , 当社はその責任を負いません。
本資料に記載された製品は , 通常の産業用 , 一般事務用 , パーソナル用 , 家庭用などの一般的用途に使用されることを意図して設計・製造されています。

極めて高度な安全性が要求され , 仮に当該安全性が確保されない場合 , 社会的に重大な影響を与えかつ直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途
（原子力施設における核反応制御 , 航空機自動飛行制御 , 航空交通管制 , 大量輸送システムにおける運行制御 , 生命維持のための医療機器 , 兵器システムに
おけるミサイル発射制御をいう）, ならびに極めて高い信頼性が要求される用途（海底中継器 , 宇宙衛星をいう）に使用されるよう設計・製造されたもの
ではありません。したがって , これらの用途にご使用をお考えのお客様は , 必ず事前に当社営業担当部門までご相談ください。ご相談なく使用されたこと
により発生した損害などについては、責任を負いかねますのでご了承ください。
半導体デバイスはある確率で故障が発生します。当社半導体デバイスが故障しても , 結果的に人身事故 , 火災事故 , 社会的な損害を生じさせないよう ,

お客様は , 装置の冗長設計 , 延焼対策設計 , 過電流防止対策設計 , 誤動作防止設計などの安全設計をお願いします。
本資料に記載された製品が , 「外国為替および外国貿易法」に基づき規制されている貨物または技術に該当する場合には , 本製品を輸出するに際して ,

同法に基づく許可が必要となります。

編集　営業推進部　0303
2003 FUJITSU LIMITED Printed in Japan
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